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Inventia se referd la domeniul fizicii semiconductorilor i poate fi utilizatd la fabricarea sensorilor de gaz in baza
peliculelor subtiri.

Este cunoscutd compozitia [1] pentru obtinerea peliculelor SnO, prin metoda pirolizei prin pulverizarea solutiei pe
substratul incdlzit pana la temperatura 480...500°C, care contine SnCly-5H,0, SbCl;-3H,0, iar in calitate de solvent este
utilizat alcoolul etilic in urmatorul raport al componentelor in solutie:

SnCl45H,0  828,9 g/l

SbCl;-3H,0 8,3 g/l

C,HsOH restul.

Dezavantajul acestei compozitii constad in faptul ca in reactiile de piroliza alcoolul etilic actioneaza ca reducator activ,
conditionand inrautitirea stoechiometriei compozitiei peliculelor de SnO, mérind fractiile de SnO si Sn 1n pelicule si ca
rezultat reducerea rezistentei peliculelor de SnO,. In afard de aceasta, compozitia contine adaos de dopare SbCls, care
conduce la introducerea atomilor de clor in matricea peliculei i ca rezultat la fel se micsoreaza rezistenta peliculelor de
SnO,. Rezistenta maxima a peliculelor obtinute la piroliza acestei solutii nu depaseste (3...5)-103 Q la temperatura
camerei, iar la temperaturile de functionare a senzorilor de gaz (450...500°C) rezistenta lor va fi cu doud ordine mai
mica. Aceste pelicule practic nu poseda sensibilitate la gaz. Un alt dezavantaj este conditionat de faptul ca pulverizarea
solutiei trebuie efectuatd pe placa cu cipuri ale senzorilor de gaz deja definitiv format prin metodele tehnologiei
microelectronice, atunci temperaturile atat de inalte de piroliza vor conduce la accelerarea proceselor de degradare in
cipuri, la reducerea soliditatii si durabilitatii lor, precum si la cresterea consumului de energie.

Valorile de rezistenta necesare pentru peliculele de SnO, (R = 106...107 Q pentru o grosime a peliculei d = 100...200
nm) si valorile de sensibilitate S = Raer/Rgaz > 10 unitati relative pot fi obtinute numai la inlocuirea solutiilor alcoolice
cu cele apoase, ceea ce permite solutionarea problemei stoechiometriei compozitiei pentru temperaturi mai joase ale
pirolizei t = 380...400°C. Apa posedéand proprietati de oxidant asigurd o mai buna realizare a procesului.

Mai apropiatd dupa esenta si rezultatul obtinut este compozitia [2], ce contine SnCly-5H,O si apa in urmatorul raport al
componentelor:

SnCl, 70 g/l

5H,O restul.

Dezavantajul acestei solutii constd in faptul cad peliculele subtiri de oxid de staniu obtinute din solutia cu compozitia
datd poseda sensibilitatea suficientd fatd de alte gaze (de exemplu CO), dar practic nu prezintd sensibilitate reduse a
compusilor paladiului 1n apa, este dificil de a introduce adaosurile de Pd (pentru a mari sensibilitatea fatd de gazele
mentionate mai sus) in solutiile apoase de SnCly-5H,0.

Problema pe care o solutioneazd inventia datd constd in elaborarea compozitiei solutiei pentru depunerea peliculelor
subtiri de SnO; cu sensibilitate naltd la hidrogenul din aer.

Esenta inventiei constd In aceea ca compozitia pentru obtinerea peliculelor subtiri de dioxid de staniu contine
pentahidrat de tetraclorura de staniu §i apa. Suplimentar contine acetilacetonat de paladiu si alcool etilic in urmatorul
raport al componentelor:

SnCl45H,0 61,25 ... 78,75 g/l

Pd(AcAc), 0,0525...0,0675 g/l

C,HsOH 0,075 ... 0,1251

apa restul.

Rezultatul obtinut consta in faptul ca utilizarea solutiei mixte permite depunerea peliculelor de SnO, senzitive la gaz la
temperaturi nu mai mari de 400°C, prin aceasta se reduce consumul electric si pretul de cost al fabricarii senzorilor, in
acelasi timp, se imbunatateste stoechiometria compozitiei peliculelor de SnO,, creste rezistenta lor pana la 107...108 Q
si se exclude operatia de prelucrare termica a peliculelor de SnO, si, prin aceasta, si a influentei negative a temperaturii
inalte asupra cipurilor senzorilor de gaz. Introducerea adaosurilor de dopare de Pd contribuie la micgorarea temperaturii
de lucru a senzorilor pana la 250°C, ceea ce la fel conduce la reducerea consumului de energie in procesul de exploatare
si marirea fiabilitatii si durabilitatii lor.

Acest rezultat este conditionat de faptul cd alcoolul se contine in cantitdti mici si nu influenteazd compozitia
stoechiometrica a peliculelor in timpul pirolizei la temperaturi joase si totodatd asigurd solubilizarea cantitatii necesare
de Pd in solutia pentru pulverizare. Prezenta apei in cantitate mai mare decét restul componentelor face solutia stabild in
timp. Combinarea acestor doua solutii asigura la temperaturi ale pirolizei de 300...400°C obtinerea peliculelor subtiri
de SnO,, aliate cu Pd, cu sensibilitatea S = Raer/Rgaz pentru 1% vol. hidrogen in aer pana la 5-103...104 unitati relative.

Exemple de realizare a inventiei

Exemplul 1. In apa distilatd la temperatura camerei se dizolva SnCl,-5H,0 in cantitate de 61,25 g/, iar in 0,075 1 de
alcool etilic se dizolva acetilacetonat de Pd in cantitate de 0,0535 g/l. Apoi ambele solutii se amesteca in raport de 9:1 si
1 ml solutie mixta omogenizata se pulverizeaza pe substratul dielectric pana la 400°C, obtinandu-se pelicule de SnO, cu
grosimea 80...100 nm, rezistenta 107...108 Q si sensibilitatea raportatd la 1% vol. de H, in aer este la nivelul (6...7)-103
de unitati relative.
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Exemplul 2. In apa distilata la temperatura camerei se dizolva SnCl,-5H,0 in cantitate de 70,00 g/1, iar in 0,1 1 de alcool
etilic se dizolva acetilacetonat de Pd in cantitate de 0,06 g/l. Apoi ambele solutii se amesteca in raport de 9:1 si 1 ml
solutie omogenizata se pulverizeaza pe substratul dielectric incélzit pana la 400°C, obtindndu-se pelicule de SnO, cu
grosimea 80...100 nm, rezistenta 107...108 Q si sensibilitatea raportatd la 1% vol. de H, in aer este la nivelul
9-103...104 de unitati relative.

Exemplul 3. In apa distilatd la temperatura camerei se dizolva SnCl,-5H,0 in cantitate de 78,75 g/, iar in 0,125 1 de
alcool etilic se dizolva acetilacetonat de Pd in cantitate de 6,75 g/l. Apoi ambele solutii se amesteca in raport de 9:1 si 1
ml solutie omogenizata se pulverizeaza pe substratul dielectric incélzit pana la 400°C, obtinandu-se pelicule de SnO, cu
grosimea 80...100 nm, rezistenta 107...108 Q si sensibilitatea raportatd la 1% vol. de H, in aer este la nivelul (7...8)-103
de unitati relative.



